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※概要（Summary ）： 
半導体デバイスにおける薄膜形成プロセス開発に関

する広島大学横山新教授への技術相談。 
 

※実験（Experimental）： 
特になし。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
今後も薄膜形成プロセスの開発につき、工夫すべき

ことを痛感しました。 
 
※その他・特記事項（Others）： 
半導体デバイスにおける薄膜形成プロセス開発に関

し、横山新教授にご相談頂きました。 
 


